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OEM: Texas Instruments Diode 1AS029 Datasheet
1AS027, 1AS029
Silizium-Gleichrichter mit Avalanche-Charakter
1,5 Ampere
800, 1000 Volt Umm)
Zugelassen unter CV7645
Mechanische Datan
Geh#duseabmessungen entsprechen VASCA S50-16.
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Absolute Grenzwerte
1AS5027 1AS029
Spitzensperrspannung —65 “C bis +150 °C BOOV 1000V
Mittlerer Gleichstrom —685 °C bis +25 °C 1i5A 15A
Periodischer Spitzenstrom + 25 °C 20 A 20 A
Impulsstrom, eine Halbwelle bei 50 Hz + 25 °C 125 A 125 A
EinzelstoBleistung fir 10 us Rechteckimpuls + 25 °C 4 kW 4 kW

Arbeitstemperaturbereich

Lagerungstemperaturbereich

—65°C bis +180°C
—65°C bis +150°C
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Elektrische Kennwerta

1A5027 1A2029 nh.

Upxm Maximale Avalanche-Spannung bei lg = 1 mA und +25 °C 1500 1750 v
Uar Minimala Avalanche-Spannung bei lg = 1 mA und +25 °C 1000 1250 v
In Maximaler Reststrom bei Urm und 425 °C 1 1 T
In Maximaler Reststrom bei Urm und 4100 °C 50 50 Tr.)
Uy Maximala DurchlaBspannung beilp =5 A und <425 *C (Bemerkung 1) 1,25 1,25 W
DurchlaBcharakteristik bei 25 °C Anderung des Reststromes mit der Temperatur
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DurchlaBspannung v Umgebungstemperatur <
95*/. liegen innerhalb 95%. liegen innerhalb
der Grenzen * der Grenzen +)

Bemerkung:

1. Die DurchlaBspannung wird impulsmaBig gemessen.
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DurchlaBstrom-Grenzkurve
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